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El invento se refiere a un procedimiento para la
corrosidn alcalina de sistemas semiconductores provistos de
pasos pn. . ) _

Para corroer cuerpos semiconductores, por ejemplo,
IIIBV,y Prash

de compuestos de silicio, germgnio A , Se cono=-

cen soluciones cdusticas deidas y tambidn alcalinas. Las o=
luciones cadsticas dcidas se componen ventajosamente de mez=
clas de dcido nitrico y de deido fluorhidrico en diferentes
proporciones de concentracidn. Como soluciones cdusticas al-
calinas se toman en consideracidn principalmente lejias de €
cali calientes. Ambos grupos de soluciones cadsticas poséden
el inconveniente de que el atague caldstico en los cuerpos se
miconductores transcurre muy violentamente y estos por con-
siguiente se desprenden de msneras muy irregular, produciéndo
ge en ¢l resultado, discos aplanados en forma de lente.
Frente g esto.se conoce, por la memoria de patente
alemang n® 1.199.098, un procedimiento para corroer cuerpos
semiconductores, que hace posible un desprendimiento mesurs-—
do de aproximadamente 5 a 10 pu. Los discos semiconductores
se exponen en ello g lg accidn de lejia potdsica concentrada
a temperaturs ambiente. Como duracidn de la corrosién se in-
dican 24 horas, lo que es completamente anticritico, ya que
el atague cdustico, de todos modos despuds de cierto tiempo,
se hace muy lento y entonces incluso se detiene. Segin los
procedimientos precedentes, que se habian ejecutado en los
sistemas semiconductores, los cuerpos semiconductores poséen
en la superficie de cristal, zonas perturbadas con diferente

grosor desde 5 hasts aproximadamente 35 pm. En circunstan-
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cias, segin esto, el desprendimiento de corrosidn, que pue-
de obtenerse con el procedimiento de corrosidn ultimamente
mencionado, ﬁo es suficiente pars eliminar las zonas dafia-
das de la superficie de cristal.

Ia mayoria de las soluciones cdusticas Propuestas,
ademds de ello, no pueden aplicarse de modo general. Se ma-
nifiestan dificultades especiales cuando se requiere un des<
prendimiento quimico en el proceso avanzado de fabricacidn
de sistemas semiconductores. Ia fabricacidn de diodos y ti-
ristores prevd, por ejemplo, aplicar los cuerpos semicon=
ductores por soldadura dure con sluminio sobre bases de mo-
libdeno, biselar las zonas marginales de los cuerpos semi~
conductores por solapado y después de haberse vaporizado so-
bre los gistemss semiconductores, provistos de pasos pn, 1los
electrodos de aleacidn, se someten lag zonas bimeladas de
los discos a un desprendimiento de corrosidn. En la aplica-
¢idn de las soluciones cdusticas conocidas, como lejias de
glcali caliente o lejis de potasio a temperaturs ambiente
se ha demostrado que éstas en el curso de proceso de corro-
gidn no sélo_desprenden cuerpos semiconductores, sino tam=
bién atacen capes de aleacidn de aluminio. Se producen por
ello en log slstemss semiconductores, estructurados en for-
me de capas, corrosiones inferiores y migraciones inferiores.
De las hendiduras de corrosidn, producidas de esta manersa,
es muy diffcil de eliminar la solucidn cdustica y los res-
tos Qué quedan més tarde pueden tener efectos especialmente

inconvenientes en el elemento de construccidn acabado,
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Por lo tanto, sirve de base al presente invento el
problema de indicar un procedimiento para corroer sistenas
semiconductores, provistos de pasos pn, que permita, en un
tlempo mesurado, desprender de los elemsntos semiconductores

uniformemente, un importe mayor de 10 oty sin que en ello
juna estructura de los elementos semidonductores, ya estable-
cida en forma de capa, que se haya producido especialmente,

porque los elementos semiconductores estdn soldados por una

base de molibdeno y poséen parcialmente electrodos de alea-

cidn, se dafien, respectivamente se produzcs migracidn infe-
rior de las distintas capas., |

Este problema se resuelve por un procedimiento-se-
gin el invento porque los sistemas semiconductores se expo-
nen a la accidn de una solucidn cdustica hirviente, saturada
de carbonato potdsico o de carbonato sddico. Para evitar que
electrodos de aleacidn de aluminio existentes sean también
atacados -es éste el caso cuando se emplean soluciones dilui
das de carbonato de dlcali- debe cuidarse especialmente, que
se utilice una solucidn saturada de carbonato, es decir que
la solucidn cdustica presente un cuerpo de fondo de carbona-~
to de dleali no disuelto.

Se ha comprobado ademds que, por una adicidn de
1 a 5% de grafito, se intensifica la accidn de la solucidn
cdustica y se aumenta el desprendimiento de corrosidn de ma-
nera ventajosa. Bn ello ha demostrado ser especialmente dtil
un grafito de grano fino. Con ayuda del mocedimiento segin
el invento es posible un desprendimiento de corrosidn en los

elementos semiconductores de hasta 50 pmy mes.
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.| mento de desprendimientor.de corrosidn.

-se explicard mds detalladamente el procedimiento de corro-

Ademds, es posgible una adicidn, a la solucidn cdus
tica, de sales conteniendo fluoruro, por ejemplo, de 1 & 5%
de fluoruro de amonio. Sales conteniendo fluoruro, como adi-
c¢idn a la solucidn cdustica, ocasionan iguslmente un incre-

£

Por medio de un ejemplo de ejecucidn y de la figura

8idn segin el invento, que ha demostrado ser especialmente
ventajoso en la fabricacidn de diodos, transistores y tiris-
tores. Los sistemas de silicio 1 provistos de pasos pn, no
ilustrados, que posden la forms de un disco; ¥y tiqnen un grom
sor gproximado de 300 aum se aplican por sleacidn con alumi-
nio 2 sobre una base 3 de molibdeno, en lo que el grosor de
la capa de aluminio importé aproximadsmente 80 Jau. Las zo-
nes marginales del cuerpo semiconductor 4, después de ello,

ge solapan obiicuamente. Por vaporizacidn de aluminio y pla-

ta y un sucesivo proceso de sinterizacidn de aplican electro

dos 5 de gluminio-aleacidn. De esta manera se produce la es-

tructura en forma de capas, ilustrade en la figura de un dis
positivo semiconductor.

Como prdéxima etapa sigue la corrosidn de las zonas
margingles solapades oblicuamente de los discos de silicio.
En ello, por desprendimiento quimico, los cristales semicon-

ductores se liberan de irregularidades de la superficie de

crigtal y al mismo tiempo se slejan materias extrafias adheri
das. En una duracidn de corrosidn de 5 a 10 minutos en una
solucidn cdustica de la composicidn de 100 g. de carbonato

potdsito, 100 g. de carbomato sddico y 2g. de grafito en

v/ 4
!

75 cm3 de agna se consigue un desprendimiento uniforme de has
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ta 50 um. Hasta ehora ho pudieron observarse en ello ningu-
ne clase de migraciones inferiores de las existentes capas

de aluminio-gleacidn.

N O T A.

La presente patente de invencidn, comprende las sii
guientes reivindicaciones: '

l.~ Procedimiento para la corrosidn alealins de
sistemas semiconductores provistos de pasos pn, preferente-
mente de silicio o germanio, caracterizado porque los siste-
mas semiconductores se exponen a la accidn de una solucidn

cdustica hirviente, saturada de carbonato potdsico o carbona:

to sdaico. 7

2,- Procedimiento, segdin la reivindicacidn 1, ca=-
racterizado porque la solucidn cdustica contiene una adicidn
de 1 a 5% de grafito.

3.~ Procedimiento, segin las reivindicaciones 1 ¥y
2, caracterizado porque la solucidn cdustica contiene una adl-
cidn de 1 a 5% de sal conteniendo fluoruro.

4.- Procedimiento, segin la reivindicacidén 1 y 2,
caracterizado porque la solucidn cdustica alcalina se compong
de 100 g. de carbonato potésico, 5 g. de carbonato sédico y
2 g. de grafito en %5 cmg. de agua.

5= " Proéedimiento pars la corrosidn alcalina de
sistemns semiconductores. "

' Segin se describe y reivindica en ls presente me-

moria descriptiva, ilugtrade en los planos adjuntos, la cual

W
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consta de seis hojas foliadas y escritas a_mequina por una

gola de sus caras.

Madrid, a
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